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SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE

DESCRIPTION
Metal to silicon rectifier diode in glass case featu-
ring very low forward voltage drop and fast recovery
time, intended for low voltage switching mode
power supply, polarity protection and high fre-
quency circuits.
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MELF
(Glass)

Symbol Parameter Value Unit

VRRM Repetitive Peak Reverse Voltage 60 V

IF (AV) Average Forward Current Ti = 25 °C 1 A

IFSM Surge non Repetitive Forward Current Ti = 25 °C
tp = 10ms

20
Sinusoidal Pulse

A

Ti = 25 °C
tp = 300µs

40
Rectangular Pulse

Tstg
Tj

Storage and Junction Temperature Range - 65 to + 150
- 65 to + 125

°C
°C

TL Maximum Lead Temperature for Soldering during 15s 260 °C

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (limiting values)

Symbol Parameter Value Unit

Rth (j - l) Junction-leads 110 °C/W

THERMAL RESISTANCE
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Symbol Test Conditions Min. Typ. Max. Unit

IR* Tj = 25°C VR = VRRM   0.5
mA

 Tj = 100°C    10

VF* IF = 1A Tj = 25°C   0.7 V

 IF = 3A    1

STATIC CHARACTERISTICS

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Symbol Test Conditions Min. Typ. Max. Unit

C Tj = 25°C          VR = 0 150 pF

Tj = 25°C          VR = 5V 40

DYNAMIC CHARACTERISTICS

* Pulse test:  tp ≤ 300µs  δ < 2%.

Forward current flow in a Schottky rectifier is due
to majority carrier conduction. So reverse recovery
is not affected by storage charge as in conventional
PN junction diodes.
Nevertheless, when the device switches from for-
ward biased condition to reverse blocking state,
current is required to charge the depletion capaci-
tance of the diode.

This current depends only of diode capacitance and
external circuit impedance. Satisfactory circuit be-
haviour analysis may be performed assuming that
Schottky rectifier consists of an ideal diode in par-
allel with a variable capacitance equal to the junc-
tion capacitance (see fig. 5 page 4/4). 
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Figure 1. Forward current versus forward
voltage at low level (typical values).

Figure 2. Forward current versus forward
voltage at high level (typical values).

Figure 3. Reverse current versus junction
temperature.

Figure 4. Reverse current versus V RRM in per
cent.
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Figure 5. Capacitance C versus reverse
applied voltage V R (typical values)

Figure 6. Surge non repetitive forward current
for a rectangular pulse with t ≤ 10 ms.

Figure 7. Surge non repetitive forward current
versus number of cycles.
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Marking: ring at cathode end.
Weight: 0.15g

PACKAGE MECHANICAL DATA

4

6.5

3

FOOT PRINT DIMENSIONS (Millimeter)

MELF Glass

REF.
DIMENSIONS

Millimeters Inches

Min. Typ. Max. Min. Typ. Max.

A 4.80 5.20 0.189 0.205

∅ B 2.50 2.65 0.098 0.104

C 0.45 0.60 0.018 0.024

∅ D 2.50 0.098
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Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
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